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& (57) Abstract: The invention relates to the production of a component module comprising one or more electronic components (10),
Y= positioned between a substrate (1) and a dielectric layer (13) in a recess (3) of the substrate in such a way that the terminals (11)
¢r, of the component face upwards towards the dielectric layer. The contact is achieved by means of a strip conductor structure (16)
& located on the upper side of the dielectric layer, said conductors making contact both with the terminals (11) of the component (10)
and with the external terminals (6) located on polymer bumps (2) by means of vias. The external terminals on polymer bumps can
be formed on the underside of the substrate (1) or on the upper side of the dielectric layer.
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Veriffentlicht:
—  mit internationalem Recherchenbericht

Zur Erklirung der Zweibuchstaben-Codes und der anderen Ab-
kiirzungen wird auf die Erkldrungen ("Guidance Notes on Co-
des and Abbreviations") am Anfang jeder reguldren Ausgabe der
PCT-Gazette verwiesen.

(57) Zusammenfassung: Bei der Herstellung eines Bauelement-Moduls sind ein oder mehrere elektronische Bauelemente (10) zwi-
schen einem Substrat (1) und einer Dielektrikumsschicht (13) in einer Vertiefung (3) des Substrats so positioniert, dal die Anschliisse
(11) des Bauelementes nach oben in Richtung zur Dielektrikumsschicht zeigen. Die Kontaktierung erfolgt {iber eine auf der Ober-
seite der Dielektrikumsschicht angeordnete Leiterbahnstruktur (16), welche iiber Durchgangsldcher einerseits zu den Anschliissen
(11) des Bauelementes (10) und andererseits zu AuBenanschliissen (6) auf Polymerhdckern (2) kontaktiert sind, wobei letztere an
der Unterseite des Substrats (1) oder auf der Oberseite der Dielektrikumsschicht angeformt sein kénnen.
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Beschreibung

Verfahren zur AnschluBkontaktierung von elektronischen Bau-
elementen auf einem isolierenden Substrat und nach dem Ver-
fahren hergestelltes Bauelement-Modul

Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur AnschluBkontaktie-
rung mindestens eines elektronischen Bauelementes mit flachi-
gen AnschluBelementen auf einem isclierenden Substrat sowie
ein nach diesem Verfahren hergestelltes Bauelement-Modul.

Aus der EP 0782765 Bl ist bereits ein Bauelement-Modul, be-
stehend aus einem AnschluBsubstrat mit auf der Unterseite an-
geformten Polymerhodckern, bekannt, auf welchem ein Chip ange-
ordnet und kontaktiert ist. Es ist dort auch vorgesehen, den
Chip in einer Ausnehmung auf der Unterseite des Substrats an-
zuordnen, wobeil verschiedene Arten der Kontaktierung gezeigt
sind. Neben der Kontaktierung in Flip-Chip-Technik ist dort
vor allem die Kontaktierung iiber Bonddrihte vorgesehen. Wih-
rend die Flip-Chip-Technik nur eine begrenzte Verbindungs-
dichte ermdglicht, verlangt die Verbindungstechnik mit Bond-
dréhten einen hohen Werkzeugaufwand, da jeder Kontakt einzeln
verbunden werden muB und die Bonddrahte anschliefend noch mit
einer Schutzumhiillung versehen werden miissen.

Aus der WO 01/37338 A2 ist ferner ein Verfahren zum Integrie-
ren eines Chips innerhalb einer Leiterplatte bekannt, wobei
der Chip riickseitig gediinnt, dann auf eine Leiterplatten-
Bodenschicht aufgebracht und von einer weiteren Leiterplat-
tenschicht umhiillt wird. In dieser Schicht werden dann Aus-
nehmungen zur Leiterstruktur der Leiterplatten-Bodenschicht
und zu den AnschluBlflachen des Chips erzeugt und mit einer
entsprechenden Leiterstruktur versehen. Dieses Verfahren er-
gibt einen verhaltnism&Big hohen Aufbau der Leiterplatten-
Schichtstruktur.
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2
Ziel der vorliegenden Erfindung ist es, ein Verfahren zur
Kontaktierung von Bauelementen, insbesondere von Halbleiter-
chips auf einem Substrat anzugeben und ein derart erzeugtes
Modul zu schaffen, wobei ein méglichst platzsparender Aufbau
mit einfachen Verfahrensschritten einhergeht und wobei insbe-
sondere keine Werkzeuge und Verfahrensschritte fiir die Kon-
taktierung einzelner AnschluBelemente des Bauelementes erfor-

derlich sind.

ErfindungsgemidB weist ein Verfahren zur Anschlubkontaktierung
mindestens eines elektronischen Bauelementes mit fl&chigen
AnschluBelementen auf einem isolierenden Substrat folgende
Schritte auf:

a) das Substrat wird dreidimensional aus einem Polymermateri-
al geformt, wobei an der Oberseite des flachen Substrats
mindestens eine Vertiefung entsprechend den Abmessungen
des zu kontaktierenden Bauelementes geformt wird;

b) das Bauelement wird in der zugehorigen Vertiefung so ange-
ordnet, daB seine mit AnschluBelementen versehene
AnschluBseite nach oben gerichtet ist und anndhernd mit
der Oberseite des Substrats fluchtet;

c) die Oberseite des Substrats einschlieRlich des Bauelemen-
tes wird mit einer Dielektrikumsschicht bedeckt;

d) an der &duBeren Oberfldche des Substrats oder der Die-
lektrikumsschicht werden AuBenkontakt-Hocker aus Polymer-
material angeformt;

e) mittels Laserbestrahlung werden Durchgangsldcher (Vias)
durch die Dielektrikumsschicht zu den Anschlissen des Bau-
elementes und gegebenenfalls Verbindungsldcher zum Sub-
strat gebohrt;

f) die Oberseite der Dielektrikumsschicht und die Innenseiten
der Durchgangslécher sowie der Verbindungslocher werden
mit einer Metallisierung versehen und

g) die Metallisierung wird mit Hilfe von Laserstrahlung
strukturiert, wobeili jeweils AuRenkontakte auf den AuRen-

kontakt-Hockern sowie Leiterbahnen zwischen den AnschluBe-
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3
lementen des Bauelementes und den AuBenkontakten auf den

AuBenkontakt-Hockern gebildet werden.

Die erfindungsgemédBe Verwendung des dreidimensionalen, durch
SpritzgieRen oder Heifprédgen hergestellten Substrats mit ei-
ner vorgeformten Vertiefung fiur das Bauelement oder die Bau-
elemente 1laBt sich eine geringe Hohe des so gewonnenen Moduls
einhalten, da durch die vertiefte Anordnung des Bauelementes
auch die dartiber angeordnete Dielektrikumsschicht nur eine
relativ geringe Dicke aufweisen muB. Die Kontaktierung der
Bauelement-AnschluBelemente und deren leitende Verbindung bis
hin zu den externen Anschliissen an den Polymerhdckern der Un-
terseite erfolgt iber Laserprozesse, namlich Strukturieren
und Bohren, die mit elektronischen Masken arbeiten, so daB
keine Werkzeuge und Einzelprozesse fir die Verbindung einzel-
ner Kontakte erforderlich sind. Die Genauigkeit der Laserli-
thographie erlaubt auch eine gegeniiber der Flip-Chip-
Technologie héhere Verbindungsdichte.

Das Substrat kann bereits vor dem Aufbringen des Bauelementes
sowohl oberseitig als auch unterseitig und in Durchgangslo-
chern mit einer Metallisierung versehen sein, wobeil bereits
durch Laserstrukturierung interne AnschluBelemente auf der
Oberseite, externe AnschluBelemente auf den Polymerhodckern
der Unterseite und Verbindungsleiterbahnen von den internen
Anschltissen iber die Durchgangsldcher zu den externen An-
schliissen gebildet werden. In diesem Fall werden nach dem
Aufbringen der Dielektrikumsschicht der Metallisierung je-
weills Kontaktldécher zu den AnschluBelementen des Bauelementes
und Verbindungslécher zu den internen Anschlissen gebohrt und
entsprechende Leiterbahnen lediglich auf der Oberseite des

Substrats bzw. der Dielektrikumsschicht strukturiert.

Es ist aber auch mdglich, das Substrat zun&dchst ohne Metalli-
sierung mit dem Bauelement bzw. den Bauelementen zu bestiicken
und die Dielektrikumsschicht aufzubringen. In diesem Fall

werden Bohrungen von der Oberseite zu den AnschluBelementen
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4
des Bauelementes wie im vorhergehenden Fall erzeugt, auberdem
aber werden die Verbindungslécher als Durchgangsbohrungen
durch die Dielektrikumsschicht und das urspriingliche Substrat
bis zu dessen Unterseite erzeugt, so daf mit einer nachfol-
genden Metallisierung der Oberseite und der Unterseite des
Verbundkdrpers zugleich auch elektrische Verbindungen von der
Oberseite iiber die Durchgangsldcher zu der Unterseite des
Substrats und zu den externen Anschlissen auf den Polymerhd-
ckern erzeugt werden. Durch die Strukturierung der Metalli-
sierung auf der Oberseite und auf der Unterseite werden die

einzelnen Leiterbahnen voneinander getrennt.

In einer weiteren Ausfithrungsform der Erfindung werden zwei
Folien mit unterschiedlichen Schmelzpunkten verwendet, wobel
zunachst eine erste Folie mit einem hohen Schmelzpunkt durch
Pragen mit einer oder mehreren Vertiefungen fur entsprechende
Bauelemente versehen und anschlieBend mit diesen Bauelementen
bestiickt wird. Danach wird eine weitere Folie mit niedrigerem
Schmelzpunkt auf die Bauelementeseite der ersten Folie aufge-
bracht und mit dieser verbunden. Durch einen weiteren Prége-
vorgang werden an dieser zweiten Folie Polymerhdcker als Tra-
ger fir externe Anschlisse angeformt. Der Verbundkorper wird
danach durch Laserbohren mit Kontaktldchern zu den AnschluBe-
lementen der Bauelemente und mit Verbindungslochern zwischen
Oberseite und Unterseite des Verbundkérpers versehen; durch
eine Metallisierung des Verbundkérpers und anschlieBende
Strukturierung der Oberseite und Unterseite werden wie im
vorhergehenden Fall Leiterbahnen zwischen den Anschlubelemen-
ten der Bauelemente und den externen Anschlissen auf den Po-

lymerhockern hergestellt.

Ein nach dem erfindungsgemdfen Verfahren hergestelltes Bau-
element-Modul besitzt demnach ein dreidimensional aus Poly-
mermaterial geformtes Substrat, eine auf dem Substrat ange-
ordnete Dielektrikumsschicht und mindestens ein zwischen dem
Substrat und der Dielektrikumsschicht angeordnetes elektroni-

sches Bauelement sowie folgende Merkmale:



10

15

20

25

30

35

WO 03/105222 PCT/DE03/01795

- das Substrat besitzt auf seiner Oberseite mindestens eine
Vertiefung, in der das Bauelement so positioniert ist, dab
seine Anschliisse nach oben in Richtung der Dielektrikums-

- schicht weisen,

- die Dielektrikumsschicht weist jeweils von den Anschlissen
des Bauelements zu ihrer Oberseite sich erstreckende
Durchgangslocher auf,

- an der Unterseite des Substrats oder an der Oberseite der
Dielektrikumsschicht sind AuBenkontakt-Hocker aus Polymer-—
material angeformt und mit AuBenkontakten in Form einer
Metallbeschichtung versehen, und

- auf der Oberseite der Dielektrikumsschicht ist eine Lei-
terbahnstruktur angeordnet, die leitende Verbindungen zu
den Anschliissen des Bauelementes liber die Durchgangslocher

sowie zu den AuBenkontakten erzeugen.

Die AuBenkontakt-Hocker kénnen an der Unterseite des Sub-
strats angeordnet sein; in diesem Fall gehen die leitenden
Verbindungen von der Oberseite der Dielektrikumsschicht uber
Durchgangslécher in der Dielektrikumsschicht und in dem Sub-
strat zu den AuBenkontakten. Je nach dem verwendeten Herstel-
lungsverfahren kann die Verbindung iliber eine Durchkontaktie-
rung durch beide Schichten erfolgen; es ist aber auch még-
lich, getrennte Durchgangslécher in der Dielektrikumsschicht
und in dem Substrat vorzusehen, die dann Uber eine metalli-
sche Schicht auf der Oberseite des Substrats miteinander in

Verbindung stehen.

Das Substrat und die Dielektrikumsschicht koénnen durch zwei
aufeinandergelegte Folien gebildet werden, wobei die das Sub-
strat bildende erste Folie zundchst verformt wird, um Vertie-
fungen fir ein oder mehrere Bauelemente auszubilden, wobeil
gleichzeitig an der Unterseite die AuBenkontakt-Hoécker ange-
formt werden koénnen. Nach dem Aufbringen der Bauelemente wird
dann die zweite Folie aufgelegt und mit der ersten verbunden,

wobei dann in der zweiten Folie als Dielektrikumsschicht die
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Durchgangsldcher erzeugt werden kénnen. In diesem Fall kdnnen
an der zweiten Folie auch die AuBenkontakt-Hocker angepragt
werden, wobei fiir diesen Fall die erste Folie keine Hocker
besitzt. Bei diesem Aufbau muB die zweite Folie einen niedri-
geren Schmelzpunkt aufweisen als die erste, damit beim Pragen
der zweiten Folie die erste nicht in ihrer Form verdndert

wird.

Die Erfindung wird nachfolgend an Ausfiihrungsbeispielen an-

hand der Zeichnung niher erl&dutert. Es zeigen:

Figuren 1A bis 1D eine erste Ausfithrungsform der Erfindung
mit einem in mehreren Verfahrensstadien dargestellten Bauele-
ment-Modul,

Figur 2A bis 2D eine zweite Ausfithrungsform der Erfindung mit
einem in mehreren Verfahrensstadien gezeigten Bauelement-
modul,

Figur 3A bis 3D eine dritte Ausfiihrungsform der Erfindung mit
einem aus zwel Folien gebildeten Modul in mehreren Verfah-
rensstadien und

Figur 4A bis 4C eine vierte Ausfihrungsform der Erfindung mit
einem aus zwel Folien gebildeten Modul in unterschiedlichen

Verfahrensstadien der Herstellung.

In den Figuren 1A bis 1D wird die Herstellung eines Bauele-
ment-Moduls gezeigt, wobel zun&dchst ein Substrat 1 aus Poly-
mermaterial dreidimensional hergestellt wird. Dieses kann
beispielsweise durch SpritzgieRen oder HeiBRpr&gen erzeugt
werden. An diesem Substrat werden bei der Ausformung an der
Unterseite jeweils Polymerhécker 2 angeformt, wghrend in der
Oberseite mindestens eine Vertiefung 3 zur Aufnahme eines e-
lektronischen Bauelementes, beispielsweise eines Halbleiter-
chips, eingeformt wird. AuBerdem werden Durchgangslocher 4
zwischen der Oberseite und der Unterseite des Substrats ge-

formt.
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7
In Figur 1B ist gezeigt, daf das Substrat 1 sowohl an der Un-
terseite als auch an der Oberseite und in den Durchgangslo-
chern 4 mit einer Metallschicht 5 versehen ist, welche be-
reits mit herkodmmlichen Verfahren, wie Laserstrukturieren
und/oder Atztechnik, so strukturiert ist, dab auf den Hockern
2 jeweils AuBenkontakte 6, auf der Unterseite des Substrats
Leiterbahnen 7, auf der Oberseite des Substrats Leiterbahnen
8 und in den Durchgangsléchern 4 jeweils Durchgangsleiter 9
ausgebildet sind. Die Durchgangslécher 4 sind danach mit ei-
nem Fillmaterial, das metallisch oder isolierend sein kann,
gefiillt. In einem weiteren Schritt, der ebenfalls in Figur 1B
bereits zu sehen ist, ist in die Vertiefung 3 ein Bauelement
10 derart eingesetzt, das es mit seinen Anschliissen 11 nach
oben weist. Diese Anschliisse 11 fluchten damit im wesentli-
chen mit der Oberseite des Substrats 1 bzw. der Leiterbahn-
struktur 8 auf dieser Oberseite. Mittels einer Klebeschicht
12 ist das Bauelement, beispielsweise ein Halbleiterchip, in

der Vertiefung fixiert.

In einem nachsten Schritt, der in Figur 1C gezeigt ist, wird
auf die Oberseite des Substrats 1 eine Dielektrikumsschicht
13 aufgebracht. Diese kann beispielsweise in Form einer Folie
auflaminiert werden. Es ist aber auch méglich, diese Die-
lektrikumsschicht 13 in einem Sprihverfahren, in einem

SpritzgieBvorgang oder auf sonstige Weise zu erzeugen.

In der Dielektrikumsschicht 13 werden dann von der Oberseite
her Durchgangslécher durch Laserbohren erzeugt. Die jewellige
Laserbestrahlung ist in Figur 1C mit den Pfeilen 14 angedeu-
tet. Dabeil werden Durchgangsldcher 15 bzw. 15a jeweils zu den
Anschlissen 11 des Bauelementes 10 sowie an weiteren Stellen
zu Innenkontakten 8a der Leiterbahnen 8 auf der Oberseite des
Substrats 1 erzeugt. Diese Durchgangslécher sind Figur 1D ge-
zeigt. Dabei ist weiter dargestellt, daB auf der Oberseite
der Dielektrikumsschicht 13 eine weitere Metallisierungs-
schicht 16 abgeschieden wird, die zugleich die Wande der
Durchgangslécher 15 bzw. 15a bedeckt und die Anschliisse 11
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8
des Bauelementes kontaktiert. Diese Metallschicht 16 wird
weiter mittels Laserstrahlen 17 strukturiert, so daB eine
Leiterbahnstruktur entsteht, die elektrische Verbindungen von
den Anschliissen 11 Utber die Durchgangslocher 15 zu den Lei-
terbahnen 8 und iiber die Durchgangslécher 15a und die Durch-
gangsleiter 9 zu den Aubenkontakten 6 herstellt. Die Leiter-
bahnstruktur 16 auf der Oberseite der Dielektrikumsschicht 13
wird schlieBlich mit einer Isolierschicht 18 abgedeckt, so
daB das so erzeugte Modul geschiitzt welterverarbeitet werden

kann.

In den Figuren 2A bis 2D ist eine abgewandelte Ausgestaltung
der Erfindung gezeigt. Dort wird ein Substrat 21 in gleicher
Weise wie im vorherigen Beispiel ausgeformt und mit AuBenkon-
takt-Hockern 22 auf seiner Unterseite sowie einer Vertiefung
23 in seiner Oberseite versehen. Dieses Substrat 21 besitzt
zunachst keine Durchgangslécher wie im vorherigen Beispiel.
Auch eine Metallisierung wird noch nicht vorgenommen. Viel-
mehr wird die Vertiefung 23 ohne weitere Beschichtung des
Substrats mit dem Bauelement 10 versehen, das auch in diesem

Fall seine Anschliisse 11 zur Oberseite hin besitzt.

In Figur 2C ist gezeigt, daB auf das Substrat 21 mit dem Bau-
element 10 unmittelbar eine Dielektrikumsschicht 24 aufge-
bracht wird, wobei also zwischen dem Substrat 21 und der Die-
lektrikumsschicht 24 keine Metallisierungsschicht vorhanden
ist. In der Dielektrikumsschicht 24 werden dann, wie im vor-
hergehenden Beispiel, mittels Laserstrahlung Durchgangsl&cher
erzeugt, und zwar Durchgangslécher 25 zu den Bauelement-
Anschliissen 11 und Durchgangsldcher 26, die in diesem Fall
beide Schichten, nadmlich die Dielektrikumsschicht 24 und das

Substrat 21 durchdringen.

Wie in Figur 2D gezeigt ist, wird dann sowohl auf der Unter-
seite des Substrats 21 als auch auf der Oberseite der Die-
lektrikumsschicht 24 und in den Durchgangsldchern 25 und 26

eine Metallisierungsschicht erzeugt und anschlieBend struktu-
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9
riert, so daB auf den Hdéckern 22 jeweils AuBenkontakte 27 und
auf der Oberseite der Dielektrikumsschicht 24, auf der Unter-
seite des Substrats 21 und in den Durchgangsléchern 25 und 26
eine Leiterbahnstruktur 28 erzeugt wird, die elektrische Ver-
bindungen zwischen den Anschlissen 11 des Bauelementes und
den AuBenkontakten 27 sowie gegebenenfalls zu sonstigen An-
schliissen herstellt. Die Durchgangslocher 26 werden, wie be-
reits beschrieben, gefiillt, und die Oberseite der Dielektri-
kumsschicht 24 bzw. der Leiterbahnstruktur 28 wird mit einer
schiitzenden Isolationsschicht 29 abgedeckt.

In den Figuren 3A bis 3D wird gezeigt, wie ein erfindungsge-
maBes Modul durch zwei Folien gebildet werden kann. Eine ers-—
te Folie bildet dabei das Substrat 31, wahrend eine zweite
Folie die Dielektrikumsschicht 32 bildet. Zun&chst wird gemaf
Figur 3A das Substrat 31 gepragt, wobeili an der Unterseite je-
wells AuBenkontakthécker 33 und an der Oberseite unterschied-
liche flache Vertiefungen 34 und tiefe Ausnehmungen 35 einge-
pragt werden. In die Vertiefungen 34 werden jeweils flache
Bauelemente 10 wie im vorhergehenden Beispiel mit ihren An-
schlissen 11 nach oben liegend eingesetzt und fixiert. In die
Vertiefung 35 wird beispielsweise ein senkrecht stehendes
Bauelement 19 so eingesetzt, daB ein AnschluBl 19a zur Ober-
seite und ein weiterer AnschluB 19b zur Unterseite weist. Wie
in Figur 3B gezeigt ist, fluchten in diesem Fall die Bauele-
ment-Anschlisse 11 und 19a mit der Oberseite des Substrats
31. Es ware aber auch denkbar, daB die Vertiefungen 34 und 35
geringer sind als die jeweilige Hohe des Bauelementes, so daB
die eingebrachten Bauelemente Uber die Oberseite des Sub-

strats 31 hinausragen.

Im nidchsten Schritt wird die Folie, welche die Dielektri-
kumsschicht 32 bildet, auf das Substrat 31 aufgelegt und mit
ihr verbunden. Danach werden, wie in Figur 3C gezeigt, Durch-
gangsldcher mittels Laserstrahlen 36 erzeugt, und zwar Jje-
wells Durchgangslocher 37 zu den Bauelement-Anschliissen 11

sowie 19a und Durchgangslocher 38, welche von der Oberseite
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der Dielektrikumsschicht 32 zur Unterseite des Substrats 31
reichen. Weiterhin wird ein Sackloch 39 von der Unterseite
des Substrats 31 zum Anschlufl 19b des Bauelementes 19 ge-
bohrt.

Ahnlich wie im vorherigen Beispiel werden danach das Substrat
31 auf seiner Unterseite, die Dielektrikumsschicht auf seiner
Oberseite und die Durchgangsldcher mit einer allseitigen Me-
tallisierung 40 versehen, die dann wiederum mittels Laser-
strahlen 41 strukturiert wird. Auf diese Weilse werden dann
AuBenkontakte 42 und eine Leiterstruktur, wie in den vorheri-

gen Beispielen, erzeugt.

In den Figuren 4A bis 4C ist ein weiter abgewandeltes Bei-
spiel zur Erzeugung eines Bauelement-Moduls aus zwei Folien
gezeigt. Dabei dient, wie im vorherigen Beispiel, eine erste
Folie als Substrat 31, auf die eine zweite Folie als Die-
lektrikumsschicht 32 aufgelegt wird. Im Unterschied zu dem
vorherigen Beispiel werden an dem Substrat 31 zwar die Ver-
tiefungen 34 und 35 fir die verschiedenen Bauelemente einge-
pragt, jedoch zundchst keine Hocker 33 an der Unterseite. Die
Vertiefungen 34 und 35 sind bei diesem Beispiel gemdB Figur
4A so gezeigt, daB die Bauelemente nicht vollstdndig in den
Vertiefungen aufgenommen werden. Beim Aufbringen und Prédgen
der Dielektrikumsschicht 32 werden die Bauelemente 10 und 19
somit teilweise in die Dielektrikumsschicht 32 hineingepréigt.
AuBerdem werden in diesem Fall Hocker 43 an der Oberseite der

Dielektrikumsschicht angepréagt.

Ansonsten werden, wie im vorhergehenden Beispiel, Durchgangs-
18cher 37, 38 von der Oberseite des so gewonnenen Verbundkdr-
pers und Sackldcher 39 von der Unterseite mittels Laserstrah-
len 36 gebohrt (Figur 4B). Danach wird eine allseitige Metal-
lisierung mit anschlieBender Laser-Strukturierung, wie im

vorhergehenden Beispiel, vorgenommen, um die AuBenkontakte 42
in diesem Fall auf den Aubenkontakt-Hockern 43 sowie entspre-

chende Leiterbahnstrukturen 40 zu erzeugen.
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Wie in Figur 4C zu sehen ist, koénnen iiber die Sacklécher 39
auch zusdtzliche Bauteillanschlisse 19b kontaktiert werden,
die dann Uber die Leiterbahnstruktur auf der Unterseite des
Substrats 31 und die Durchgangsldcher 38 mit der Leiterbahn-
struktur auf der Oberseite der Dielektrikumsschicht 32 und
einem AuBenkontakt 42 verbunden werden. Die Leiterbahnen kon-
nen in Ublicher Weise mittels einer Isolierbeschichtung abge-
deckt und geschiitzt werden (in Fig. 4C nicht dargestellt).

Generell kann so ein elektronisches Modul geschaffen werden,
wobel ein oder mehrere Bauelemente zwischen zwei Polymerfo-
lien, vorzugsweise aus LCP, angeordnet und fixiert werden.
Mindestens eine der Folien wird vor und/oder nach der Verei-
nigung durch HeiBprdgen verformt, und an einer der Folien
werden mittels HeilRprédgen Aublenkontakt-Hécker angeformt. Die
Bauelementanschllisse werden mittels Laserbestrahlung freige-
legt, und alle elektrischen Verbindungen werden ilber fl&chige
Metallisierung und Laser-Strukturierung -in einem Massenpro-

zess erzeudgt.
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Patentanspriche

1. Verfahren zur Anschlusskontaktierung mindestens eines e-
lektronischen Bauelementes (10) mit flachigen Anschlussele-
menten (11) auf einem isolierenden Substrat (1;21,31)mit fol-
genden Schritten:

a) das Substrat (1;21,31) wird dreidimensional aus einem Po-
lymermaterial geformt, wobei an der Oberseite des Sub-
strats mindestens eine Vertiefung (3;23;34) entsprechend
den Abmessungen des zu kontaktierenden Bauelementes (10)
geformt wird,

b) das Bauelement (10) wird in der zugehdrigen Vertiefung
(3;23;34) so angeordnet, dass seine mit Anschlusselementen
(11) versehene Anschlussseite nach oben gerichtet ist,

c) die Oberseite des Substrats (1;21;31) einschliellich des
Bauelementes (10) wird mit einer Dielektrikumsschicht
(13;24;32) bedeckt,

d) mittels Laserbestrahlung werden Durchgangslocher
(15a;25;37) durch die Dielektrikumsschicht (13;24;32) zu
den Anschliissen (11) des Bauelementes (10) gebohrt,

e) die Oberseite der Dielektrikumsschicht (13;24;32) und die
Innenseiten der Durchgangslécher (15;25;37) werden mit ei-
ner Metallisierung (16;28;40) versehen und

f) die Metallisierung wird zur Bildung von Leiterbahnen
strukturiert, wobei
- auf der Unterseite des Substrats (1,21,31) Aubenkotakt-

Hocker (2;22;33) aus Polymermaterial angeformt werden,

- ferner weitere Durchgangslocher (15a;38) in dem Substrat
und in der Dielektrikumsschicht erzeugt werden, deren
Innenseiten ebenso wie die Unterseite des Substrats
(1,21,31) mit einer Metallisierung versehen werden und
wobeil

- durch Strukturierung der Metallisierungen mithilfe wvon
Laserstrahlung jeweils AuRenkontakte (6;27;42) auf den
Aubenkontakt-Hockern (2;22;33) sowie Leiterbahnen von

den Anschliissen des Bauelementes (10) Uber die Durch-
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gangslécher (15, 15a;25;37,38) der Dielektrikumsschicht

und des Substrats zu den AuRenkontakten (2,22
bildet werden.

2. Verfahren nach Anspruch 1, wobei im Schritt a)
strat durch SpritzgieBen geformt wird.

3. Verfahren nach Anspruch 1, wobei im Schritt a)

strat durch HeiBprédgen einer Folie geformt wird.

,32,42) ge-

das Sub-

das Sub-

4. Verfahren nach einem der Anspriiche 1 bis 3, wobei im

Schritt a) weitere Durchgangsloécher (4) zwischen der Obersei-

te und der Unterseite des Substrats (1) eingeformt

werden.

5. Verfahren nach einem der Anspriiche 1 bis 3, wobei die wei-

teren Durchgangslécher zwischen der Oberseite und der Unter-

seite des Substrats (1) durch Laserbohren erzeugt werden.

6. Verfahren nach Anspruch 4 oder 5, wobei

- das Substrat (1) oberseitig, unterseitig und in den wei-

teren Durchgangsléchern (4) mit einer Metallisierung

(7,8,9) versehen und

- die Metallisierung (7,8,9) mithilfe von Laserbestrahlung

derart strukturiert wird, dass durch partielle Abtra-

gung de Metallisierung jeweils Innenkontakte

(8) aut

der Oberseite, AuBenkontakte (6) auf den Aublenkontakt-

Héckern (2) und Verbindungsleiterbahnen von den Innen-

kontakten iiber die weiteren Durchgangslocher
AuBenkontakten (6) gebildet werden und

- wobei im Schritt d) weitere Durchgangsldcher

(4) zu den

(15a) durch

die Dielektrikumsschicht zu den Innenkontakten (8a) ge-

bohrt werden und im Schritt f) jeweils Leiterbahnen von

den Anschliissen (11) des Bauelements (10) zu
kontakten (8a) gebildet werden.

den Innen-

7. Verfahren nach einem der Anspriiche 1 bis 6, wobei weitere

Durchgangslécher (15a) in der Dielektrikumsschicht

(13) mit
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den weiteren Durchgangsldchern (4) im Substrat fluchtend aus-
gebildet werden.

8. Verfahren nach einem der Ansprliche 1 bis 3, wobei die wei-
teren Durchgangslécher (38) durch die Dielektrikumsschicht
und das Substrat im Schritt d) in einem Zug ausgebildet wer-

den.

9. Verfahren nach einem der Anspriiche 1 bis 8, wobei die Die-
lektrikumsschicht (13,24,32) als Polymerfolie aufgeklebt oder

laminiert wird.

10. Verfahren nach einem der Anspriiche 1 bis 8, wobei die
Dielektrikumsschicht im Schritt c) durch Sprithen aufgetragen

und dann ausgehdrtet wird.

11. Verfahren nach einem der Anspriiche 1 bis 8, wobei die
Dielektrikumsschicht im Schritt c¢) durch Umspritzen des Sub-

strats erzeugt wird.

12. Verfahren zur Anschlusskontaktierung mindestens eines e-
lektronischen Bauelementes (10) mit fladchigen Anschlussele-
menten (11) auf einem isolierenden Substrat (31)mit folgenden
Schritten:

a) das Substrat (31) wird dreidimensional aus einem Polymer-
material geformt, wobei an der Oberseite des Substrats
mindestens eine Vertiefung (34) entsprechend den Abmessun-
gen des zu kontaktierenden Bauelementes (10) geformt wird,

b) das Bauelement (10) wird in der zugehdrigen Vertiefung
(34) so angeordnet, dass seine mit Anschlusselementen
(11;1%a) versehene Anschlussseite nach oben gerichtet ist,

c) die Oberseite des Substrats (31) einschlieBRlich des Bau-
elementes (10) wird mit einer Dielektrikumsschicht (32)
bedeckt,

d) mittels Laserbestrahlung werden Durchgangslécher (37)
durch die Dielektrikumsschicht (32) zu den Anschliissen

(11) des Bauelementes gebohrt,
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e) die Oberseite der Dielektrikumsschicht (32) und die Innen-
seiten der Durchgangsldcher (37) werden mit einer Metalli-
sierung (40) versehen und
f) die Metallisierung wird zur Bildung von Lelterbahnen
strukturiert, wobeil
. die Dielektrikumsschicht (32) in Form einer Polymerfolie
mit einem niedrigeren Schmelzpunkt als dem des Sub-
strats (31) aufgebracht wird, wobei
- ferner auf der Oberseite der Polymerfolie durch HeiRpra-
gen Aubenkontakt-Hocker (43) angeformt werden und wobei
- im Schritt f) mithilfe von Laserstrahlung jeweils AuBen-
kontakte (42) auf den AuBenkontakt-Hockern (43) sowie
Leiterbahnen zwischen den Anschlissen (11} des Bauele-
mentes und den AuBenkontakten (42) lber die Durchgangs-
16cher (37) der Dielektrikumsschicht gebildet werden.

13. Verfahren nach Anspruch 12, wobei das Substrat durch

HeiBprigen einer Polymerfolie (31) gebildet wird.

14. Verfahren nach Anspruch 12 oder 13, wobei weitere Durch-

gangsldcher (38) durch die Dielektrikumsschicht (32) und das

Substrat (31) sowie Sacklécher (39) von der Unterseite des

Substrats (31) zu weiteren Anschlissen (19b) von Bauelementen

(19) mittels Laserstrahlung gebohrt werden und

- wobei durch Metallisierung des aus Substrat (31) und Die-
lektrikumsschicht (32) gebildeten Verbundkdrpers und durch
Laser-Strukturierung der Oberseite und der Unterseite des
Verbundkdérpers Leiterbahnen zwischen den Anschlissen
(11;19a,19b) der Bauelemente (10;19) und den Aufienkontak-
ten (42) gebildet werden.

15. Verfahren nach einem der Anspriiche 1 bis 14, wobei auf
die strukturierte Metallisierungsschicht (16) auf der Ober-
seite der Dielektrikumsschicht (13) eine isolierende Deck-
schicht (18) aufgebracht wird.



10

15

20

25

30

35

WO 03/105222 PCT/DE03/01795

16
16. Verfahren nach Anspruch 15, wobei als Deckschicht eine

LCP-Folie verwendet wird.

17. Modul; hergestellt mit einem Verfahren nach einem der An-
spriche 1 bis 16, mit einem dreidimensional aus Polymermate-
rial geformten Substrat (1;21;31),

einer auf dem Substrat angeordneten Dielektrikumsschicht

(13;24;32) und

mindestens einem zwischen dem Substrat und der Dielektri-

kumsschicht angeordneten elektronischen Bauelement (10), mit

folgenden Merkmalen:

- das Substrat (1,21,31) besitzt auf seiner Oberseite min-
destens eine Vertiefung (3;23;34), in der das Bauelement
(10) so positioniert ist, dass seine Anschliisse (11) nach
oben in Richtung der Dielektrikumsschicht (13;24;32) wei-
sen,

- die Dielektrikumsschicht (13;24;32) weist jewelils von den
Anschlissen (11) des Bauelementes zu ihrer Oberseite sich
erstreckende Durchgangslécher (15;25;37) auf,

- an der Unterseite des Substrats (1;21;31) oder an der O-
berseite der Dielektrikumsschicht (32) sind AuRenkontakt-
Hocker (2;22;33;43) aus Polymermaterial angeformt und mit
jeweils einem AuBenkontakt (6;27;42) in Form einer Metall-
beschichtung versehen, und

- zumindest auf der Oberseite der Dielektrikumsschicht
(13;24;32) ist eine Leiterbahnstruktur (16;28;40) angeord-
net, die leitende Verbindungen zu den Anschliissen (11) des
Bauelementes bzw. der Bauelemente lber die Durchgangslo-
cher sowie zu den AuBenkontakten (6;27;42) bildet.

18. Modul nach Anspruch 17, wobei die AuBenkontakt-Hécker
(2;22;33) auf der Unterseite des Substrats (1;21;31) vorgese-—
hen sind und leitende Verbindungen sich von der Oberseite der
Dielektrikumsschicht (13;24;32) liber weitere Durchgangslocher
(15a;26;38) zu den Aubenkontakten (6;27;42) erstrecken.
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19. Modul nach Anspruch 18, wobei auf der Oberseite des Sub-
strats (1) Leiterbahnen (8) angeordnet sind, die tiber erste
Verbindungslécher (15a) mit einer Leiterbahnstruktur (16) auf
der Dielektrikumsschicht (13) und tliber zweite Verbindungsld-
cher (4) mit den Aubenkontakten (6) auf der Unterseite des

Substrats elektrisch leitend verbunden sind.

20. Modul nach Anspruch 17, wobel in einer Vertiefung des
Substrats (31) ein zusédtzliches Bauelement (19) mit mindes-
tens einem nach oben gerichteten Anschluss (19a) und mit min-
destens einem nach unten gerichteten Anschluss (19b) angeord-
net ist und wobei jeder nach oben gerichtete Anschluss (19a)
jewells iiber ein Durchgangsloch (37) in der Dielektrikumss-—
chicht (32) und jeder nach unten gerichtete Anschluss (19b)
ber ein Blindloch (39) von der Unterseite des Substrats (31)
kontaktiert ist.

21. Modul nach Anspruch 17, wobei die AuRenkontakt-Hocker
(43) auf der Oberseite der Dielektrikumsschicht (32) ange-

formt sind.
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